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ｃｅｌｌｓｃａｎｂｅｅｘｔｅｎｄｅｄａｎｄｉｔｃａｎｈｅｌｐｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｔｈｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｌａｙｅｒ′ｓｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｎｔｈｅ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆｔｈｅｃｅｌｌｓ，ａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆｔｈｅｂａｔｔｅｒｙ．Ｓｏｔｈｅｈｉｇｈｌｙｅｆｆｉｃｉｅｎｔｂａｃｋ
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［１２］　ＺＨＯＵ Ｄ，ＢＩＳＷＡＳ Ｒ．Ｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｅｎｈａｎｃｅｄｌｉｇｈｔ

ｔｒａｐｐｉｎｇｉｎｔｈｉｎｆｉｌｍｓｏｌａｒｃｅｌｌｓ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳 犃狆狆犾犻犲犱

犘犺狔狊犻犮狊，２００８，１０３（９）：０９３１０２．

［１３］　ＣＨＯＩＣＧ，ＨＡＮＹＴ，ＫＩＭＪＴ．Ｐｏｌｙｍｅｒｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌ

ｎａｎｏｓｙｓｔｅｍｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｃ］．

ＩＥＥＥ，２００６：４８９３４８９６．

［１４］　ＺＨＡＮＧＨａｉｆｅｎｇ，ＭＡＬｉ，ＬＩＵＳｈａｏｂｉｎ．Ｐｅｒｉｏｄｉｃｂａｎｄｇａｐ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｆｏｒ ｕｎｍａｇｎｅｔｉｚｅｄ ｐｈｏｔｏｎｉｃ ｃｒｙｓｔａｌｓ［Ｊ］．犃犮狋犪

犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００８，３７（０８）：１５６６１５７０．
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，２００８，３７（０８）：１５６６１５７０．

［１５］　ＬＵＯ Ｙａｎｈｏｎｇ， ＺＨＡＯ Ｈｕａｎｙｕ， ＬＩ Ｇｏｎｇｐｉｎｇ．

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｈｏｔｏｎｉｃ ｂａｎｄ ｇａｐｓ ｏｆｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ

ｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｓｂａｓｅｄｏｎｌａｔｔｉｃｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．犃犮狋犪

犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２０１４，４３（１２）：１２３１００１．
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，２０１４，４３（１２）：１２３１００１．

［１６］　ＬＥＫＱ，ＪＯＨＮＳ．Ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃｐｌａｓｍｏｎｉｃａｎｄｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌ

ｌｉｇｈｔｔｒａｐｐｉｎｇ：Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅｓｆｏｒｏｐｔｉｃａｌｕｐｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎｉｎ

ｔｈｉｎｆｉｌｍｓｏｌａｒｃｅｌｌｓ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊犈狓狆狉犲狊狊，２０１４，２２（１０１）：Ａ１

Ａ１２．

［１７］　ＤＥＰＡＵＭＶ，ＭＥＮＧＸＱ，ＤＡＩＦＯＥ，犲狋犪犾．Ｍｉｃｒｏｍｅｔｒｅ

ｔｈｉｎ ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｓｉｌｉｃｏｎ ｓｏｌａｒ ｃｅｌｌｓｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ ｎｕｍｅｒｉｃａｌｌｙ

ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ２ｄ ｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｓ［Ｊ］．犐犈犈犈 犑狅狌狉狀犪犾狅犳

犘犺狅狋狅狏狅犾狋犪犻犮狊，２０１４，４（１）：２１５２２３．

［１８］　ＢＩＳＷＡＳＲ，ＤＩＮＧＣＧ，ＰＵＳＣＡＳＵＩ，犲狋犪犾．Ｔｈｅｏｒｙｏｆｓｕｂ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｈｏｌｅａｒｒａｙｓｃｏｕｐｌｅｄ ｗｉｔｈｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｓｆｏｒ

ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙｔｈｅｒｍａｌｅｍｉｓｓｉｏｎ［Ｊ］．犘犺狔狊犻犮犪犾犚犲狏犻犲狑 犅，

２００６，７４（４）：０４５１０７．

［１９］　ＣＨＵＴＩＮＡＮＡ，ＫＨＥＲＡＮＩＮＰ，ＺＵＫＯＴＹＮＳＫＩＳ．Ｈｉｇｈ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｓｏｌａｒｃｅｌｌａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊

犈狓狆狉犲狊狊，２００９，１７（１１）：８８７１８８７８．

　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＧｕａｎｇｘｉＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｎｏｓ．２０１４ＧＸＮＳＦＧＡ１１８００３，２０１３ＧＸＮＳＦＤＡ０１９００２），ｔｈｅＧｕａｎｇｘｉＥｄｕｃａｔｉｏｎ

ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｎｏｓ．ＺＤ２０１４０５７）ａｎｄｔｈｅＧｕｉｌｉｎＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｒｏｊｅｃｔ（Ｎｏｓ．２０１４０１２７１）
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